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dr inz. Jerzy Sass
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
Zaktad Badaf Mikrostrukturalnych

Promotor:  prof.dr hab. Anna Pajaczkowska, Instytut Technologii
Materialéow Elektronicznych

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Wokulski, Uniwersytet Slaski, Wydziat
Techniki, Instytut Fizyki i Chemii Metali
prof. dr hab. Andrzej Turos, Instytut Technologii Materiatéw
Elektronicznych

Stopien doktora nauk technicznych w zakresie inzynierii materiatlowe;j
zostal nadany w dniu 6 maja 1999 r.
w Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: Rentgenodyfrakcyjna analiza odksztalcen koherentnych
w pétprzewodnikowych strukturach warstwowych A'"'BY

W pracy zbadano wihasnosci strukturalne tréjsktadnikowej warstwy epitaksjal-
nej In Ga, As osadzonej na podtozu InP 001 przy stalym stezeniu indu x = 0,47 w
funkgcji jej grubosci. Badany zakres grubosci warstwy od 100-900 nm lezy powyzej
grubodci krytycznej, ktora wynosi t. = 38 nm. Do badania wlasnosci struktural-
nych wykorzystano tréjkrystaliczny dyfraktometr i metod¢ topografii transmisyj-
nej Langa. Pokazano, ze relaksacja pojawia si¢ poczawszy od grubosci t > 10 t.
Liniowa gesto$¢ dyslokacji niedopasowania w dwdch réznych kierunkach azymu-
talnych <110> jest mniej wigcej jednakowa. Wartosci stalych sieciowych warstwy
i podtoza w kierunkach prostopadiym i réwnoleglym do powierzchni plytki otrzy-
mano z badania rozkladéw nat¢zenia promieniowania w otoczeniu weztéw 004 i
224 sieci odwrotnej. Pokazano, ze z rozkladu natg¢zenia rozpraszania dyfuzyjnego
jest mozliwy pomiar liniowej gestosci dyslokacji niedopasowania. Zaproponowa-
ny w pracy ukfad dyfraktometru trojkrystalicznego zapewnit realizacj¢ zadan po-
stawionych w niniejszej pracy.
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P BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK)

T e W IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO NR 15

W dniach 6-8 kwietnia 2000 r. odbylo si¢ sympozjum

WZROST I CHARAKTERYZACJA KRYSZTALOW

organizowane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Slaskiego pod patronatem Sekcji
Krysztaléw Objgtosciowych PTWK i Uniwersytetu Slaskiego.

Komitet organizacyjny Sympozjum przedstawia ponizej list¢ nazwisk wyktadowcow i
tytuty referatow.
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Dr inz. Wanda Sokotowska
Metody charakteryzacji materiatéw elektronicznych. Badanie podstawowego skla-
du chemicznego i zanieczyszczen Sladowych metodami chemicznymi

Prof. dr hab. Jerzy Gronkowski
Charakteryzacja defektow w krysztatach metodami rentgenowskimi

Prof. dr hab. Maria Lefeld - Sosnowska
Dyfrakcyjne badania mikrodefektow

Prof. dr hab. Krystyna Wokulska
Charakteryzacja krysztalow metodami rentgenograficznymi (metoda Bonda)

Dr Marek Leszczynski
Charakteryzacja krysztalow GaN

Prof. dr hab. Bogustaw Mréz
Przejscia fazowe w krysztalach: podstawy i metody badawcze

Prof. dr hab. Marek Kozielski
Badanie wtasciwosci optycznych i materiatowych krysztaldw metoda ramanowskie-
go rozpraszania $wiatla

Prof. dr hab. Keshra Sangwal
Okreslanie twardo$ci materialow
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12.

13.

14.

Prof. dr hab. Irena Koztowska
Metoda gazowego transportu chemicznego do otrzymywania monokrysztalow o
strukturze spinelu

. Prof. dr hab. Danuta Skrzypek

Badania symetrii lokalnej oraz przej$¢ fazowych w krysztatach metoda EPR

. Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

Otrzymywanie i wiasnosci monokrysztatow jonowych o strukturze perowskitu

Dr S.M. Kaczmarek
Charakteryzacja monokrysztaloéw za pomoca analizy zmian wlasnosci optycznych po
wygrzaniu i na§wietlaniu promieniowaniem jonizujacym (UV, gamma, protony)

Dr Marek Szurgot
Zachowanie symetrii chiralnej w procesach krystalizacji

Prof. US dr hab. Ewa Talik
Badanie struktury elektronowej i wiasno$ci magnetycznych monokrysztatéw zwiaz-
kow migdzymetalicznych

doc.dr hab. inz. Tadeusz Lukasiewicz
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KALENDARIUM WYDARZEN W LATACH 1990-2000
DOTYCZACYCH ZYCIA I DZIALALNOSCI
PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO

Nazwisko Jana Czochralskiego jest szeroko znane w krggach osob zajmujacych
si¢ wzrostem krysztaldw i1 nowoczesng elektronika. Badacz zycia i osiagnie¢ nauko-
wych profesora Jana Czochralskiego moze spotkac si¢ z opiniami o nim pozytywnymi
Jjak 1 krytycznymi. Po drugiej wojnie $wiatowej nie prowadzono swobodnej dyskusji
w Jego sprawie. Dopiero w ostatnim dziesigcioleciu pojawilo si¢ szereg publikacji i
odbylo si¢ wiele spotkan naukowych, ktorych celem bylo przyblizenie osoby profeso-
ra. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie tych dziatan, ktore sa udzialem
wielu naukowcow z kilku osrodkéow naukowych w Polsce, nauczycieli, dziataczy i
miodziezy miasta Kcyni.

Profesor Jan Czochralski urodzit si¢ 23 pazdziernika 1885 r. w Kcyni w Wielko-
polsce, ktora znajdowala si¢ wowczas pod zaborem pruskim (w roku 2000 mija 115
rocznica Jego urodzin). Po wstgpnej edukacji w Kcyni Jan Czochralski wyjechat do
Berlina, do swojej rodziny, celem podjgcia pracy i dalszej nauki. Studiowat chemie na
Politechnice w Charlottenburgu. Na terenie Niemiec uczyt sie, zdobywat stawe i pra-
cowat do roku 1928. Do Kcyni powracat wielokrotnie, gdyz tam mieszkata jego matka
1 tam mial swoj letni dom. W okresie pobytu w Niemczech byl tworca wielu patentow
oraz byl organizatorem i prezesem Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego. W
1928 roku prof. Ignacy Moscicki, 6wczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polski, che-
mik, profesor Politechniki Warszawskiej zaprosit Jana Czochralskiego do powrotu do
kraju. Profesor Jan Czochralski objat Katedr¢ Metalurgii i Metaloznawstwa na Wy-
dziale Chemii Politechniki Warszawskiej, a nastgpnie powierzono mu organizacjg In-
stytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice. Wspotpracowal z wieloma
firmami oraz dziatal w wielu towarzystwach naukowych. Do poczatku II wojny $wia-
towej pracowal na Politechnice Warszawskiej. Z wybuchem wojny dziatalno$é Poli-
techniki jako uczelni zostala zawieszona. W czasie wojny pracowat w zakladzie ba-
dawczym na terenie Politechniki. Po wojnie byt wigziony na skutek denuncjacji zwia-
zanej z domniemana wspotpraca z Niemcami, jednak wyrokiem sadu, z powodu braku
dowodéw winy postgpowanie zostalo umorzone i zostat zwolniony z wiezienia. Po-
mowienia te jednak spowodowaly, ze byl zmuszony opusci¢ Politechnike i powrdcit
do Kcyni, a dziatania Urzedu Bezpieczenstwa towarzyszyty mu do ostatnich dni przed
$miercia. Umarl w Poznaniu 22 kwietnia 1953 roku i jest pochowany w Kcyni.

Dzisiaj nazwisko profesora wiaze si¢ z metoda otrzymywania monokrysztatow,
ktora zapoczatkowal w 1916 roku, kiedy to prowadzit badania nad krystalizacja meta-
li. Badajac szybko$¢ krystalizacji metali poprzez zanurzanie kapilary w tyglu z rozto-
pionym metalem i powolne jej przesuwanie ku gorze. W wyniku tego procesu wycia-
gania cieczy z tygla i jej chlodzenia, otrzymywal skrystalizowany metal o $rednicy
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okoto 1 mm. Pomyst ten po wielu latach w 1950 r. wykorzystali amerykanscy uczeni
G. K. Teal i J.B. Little z Bell Lab. do wyciagania monokrysztatéw germanu, ktory
nazwano metoda Czochralskiego. Metoda ta zostata nastgpnie zastosowana do krzemu
oraz do otrzymywania wielu innych monokrysztatéw zwiazkéw 1 roztworow statych,
stosowanych szeroko do dzisiaj w mikroelektronice. Obecnie istnieje szereg modyfi-
kacji tej metody, ktora jest dostosowywana do wlasciwo$ci otrzymywanych materia-
low, jednoczesnie badane sa mechanizmy towarzyszace procesom wzrostu tych krysz-
tatow.

Wtasnie ze wzgledu na tak szerokie zastosowanie metody krystalizacji i otrzymy-
wania krysztatow o najwyzszej jakosci strukturalnej, nazwisko Jana Czochralskiego
znalazito trwale miejsce w literaturze i jest czesciej cytowane w literaturze swiatowej
niz niejedno nazwisko laureata Nagrody Nobla.

Przez wiele lat powojennych mato kto wiedzial kim jest Jan Czochralski. Po latach
drugiej wojny $wiatowej do roku 1990 podejmowane byly nieliczne proby upowszech-
nienia osoby i dzieta profesora Jana Czochralskiego, nalezy tu wymieni¢ opracowanie
i wyktad prof. dr hab. Jozefa Zmiji (WAT), opracowanie napisane przez dr Pawta
Tomaszewskiego (INTiBS PAN Wroclaw), ktory do dzisiaj pracuje nad ustaleniem
szczegotow z Jego zycia. W 1986 roku odbyta sig¢ 10. Europejska Konferencja Krysta-
lograficzna, ktora z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Lukaszewicza (INTiBS PAN
Wroctaw) byla dedykowana rocznicy odkrycia metody Czochralskiego.

Dopiero uwarunkowania polityczne po 1990 roku pozwolily na intensywna dzia-
talnos¢ badawcza i popularyzatorska na temat Zycia i1 pracy Profesora, ktora ponizej
przedstawiam:

1990 r.

3. czerwca 1990 r. mieszkancy Kcyni, miasta z ktérym zwiazany byl prof. Jan
Czochralski zorganizowali obchody z okazji 105 rocznicy Jego urodzin. Uroczysto$¢
byla zorganizowana dzigki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, Kcynskiego Towarzystwa Kulturalnego, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kcy-
ni, Kcynskiego Rzemiosta, Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury, Miejska Biblioteke
Publiczng oraz Urzad Miasta i Gminy w Kcyni.

Uroczystos¢ obejmowata odstonigcie tablicy poswigconej profesorowi na domu
Jego urodzenia, odprawienie mszy $wigtej, sesjg¢ naukowa na ktorej wygtlosili wyktady
dr Pawet Tomaszewski: "Zycie i dziatalno$¢ prot. Jana Czochralskiego" oraz mgr E.
Domanski: "Dramat obywatela dwoch narodow". wyktadom towarzyszyla dyskusja.
Sesje zakonczono ztozeniem kwiatéw na grobie profesora. Na tej tablicy zapisano:
"1885-1953 w tym domu urodzit si¢ prof. dr Jan Czochralski $wiatowej stawy uczony-
wynalazca, krystalograf, chemik, metalurg - Rzemiosto, czerwiec 1990 r."

1991 r.

W roku tym powstato Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatdéw (PTWK) i z
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inicjatywy prof. Keshry Sangwala zostalo uchwalone, ze na kazdym zjezdzie Towa-
rzystwa begdzie wygloszony, otwierajacy go wyklad zaproszony, nazwany im. profeso-
ra Jana Czochralskiego.

1993 r.

Dnia 27. kwietnia 1993 r. decyzja Rady Naukowej ITME powotano Laborato-
rium Monokrysztaldow Tlenkowych im. Jana Czochralskiego w Instytucie Technologii
Materiatow Elektronicznych (ITME) w Warszawie.

1997 r.

19. listopada 1997 r. odbylo si¢ pierwsze posiedzenie wspolnej Komisji Polskie-
go Towarzystwa Fizycznego (PTF) i Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow
(PTWK) na temat wyjasnienia sprawy zwiazanej z pomowieniami dot. osoby profeso-
ra Jana Czochralskiego. W sklad Komisji z PTF weszli profesorowie: Ludwik Zbi-
gniew Jaskiewicz (PW), Ireneusz Strzatkowski (PW), Henryk Szymczak (IF PAN)
oraz z PTWK: profesorowie Anna Pajaczkowska (ITME), Jozef Zmija (WAT) i dr
Pawel Tomaszewski (INTiBS PAN Wroctaw). Przewodniczacym Komisji zostat prof.
Henryk Szymczak, sekretarzem prof. Anna Pajaczkowska. W wyniku dziatan Komisji
wynikla propozycja organizacji w 1998 r. Sesji Naukowej z okazji 45-rocznicy $mierci
profesora Jana Czochralskiego.

1998 r.

Zjazd PTWK przyjat nazwg: Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow imienia
profesora Jana Czochralskiego.

6. lutego 1998 r. z inicjatywy prof. dr hab. Zbigniewa Jacyny-Onyszkiewicza
(UAM Poznan), zostalo zorganizowane seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
im. A.Mickiewicza w Poznaniu poswigcone pamigci profesora Jana Czochralskiego.
Wyklad pt.: Jan Czochralski, wyglosit dr Pawel Tomaszewski (INTiBS PAN Wro-
claw).

29. kwietnia 1998 roku odbyla si¢ Sesja Naukowa z okazji 45-rocznicy $mierci
profesora Jana Czochralskiego (1885-1953), w Warszawie w Sali Lustrzanej Patacu
Staszica.

PROGRAM SESIJI:

11.00-11.05  Otwarcie Sesji: prof. dr hab. Jerzy KOLODZIEJCZAK,
czt. rzecz. PAN, Przewodniczqcy Wydziatu Il Nauk Matematycznych, Fizvcz-
nych i Chemicznych PAN

PRZEWODNICZACY: prof. dr hab. Osman ACHMATOWICZ,
Przewodniczqcy Wydziatu Il Nauk Matematycznych, Fizycznych Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego

11.05-11.50  Zycie i dzielo Profesora Jana Czochralskiego
dr Pawel TOMASZEWSKI (INTiBS PAN-Wroclaw)
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PRZEWODNICZACA: prof- dr hab. Anna PAJACZKOWSKA, Przewodniczqca Sekcji PTWK
12.30-13.15  Metoda Czochralskiego w zastosowaniu w przemysle

dr inz. Andrzej BUKOWSKI (ITME-Warszawa)
PRZEWODNICZACY: prof. dr hab. Ireneusz STRZALKOWSKI, Prezes PTF
13.15-14.00  Profesor Jan Czochralski-prekursorem nowoczesnych technologii

prof- dr hab. Robert GALAZKA, czl. koresp. PAN, (IF PAN-Warszawa)
14.00-14.05  Podsumowanie i zakonczenie Sesji: prof. dr hab. Jan STANKOWSKI,

czl. koresp. PAN, Przewodniczqcy Kom. Fizyki PAN
Sesja zostata zorganizowana przez: Wydziat 11l Nauk Matematycznych, Fizycznych Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydziat III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Che-
micznych PAN, Komitet Fizyki PAN, Instytut Fizyki PAN, Polskie Towarzystwo Fizyczne,
Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatow, Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych,
Instytut Technologii Elektronowe)j. Organizatorami Sesji byli profesorowie: Osman Achma-
towicz i Henryk Szymczak.

Nalezy nadmieni¢, ze oprocz duzej grupy naukowcéw z Warszawy i innych osrod-
kow Polski, obecna byta kilkuosobowa delegacja z miasta Kcyni.

6. czerwca 1998 r. na zamku w Grocholinie, kilka kilometrow od Kcyni zostala
zorganizowana Sesja Naukowa z okazji 45-rocznicy $mierci prof. Jana Czochralskie-
go. Organizatorami byli Zarzad Miejski i Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Kcyni
oraz Wydziat Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program Sesji:

- 11.00 Msza $wigta za duszg $p. Jana Czochralskiego w kosSciele p.w.sw. Michala Ar-
chaniota
- 11.45 Odstonigcie i poswigecenie tablicy pamiatkowej na starym cmentarzu przy ul.

Swierczewskiego. Odstonigcia tablicy dokonali prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onysz-

kiewicz (UAM Poznan) i przewodniczacy Rady Miejskiej inz. Jan Adamski, tablicg

poswigcit ks. kan. Mikotaj Szymanski. Tres¢ tablicy:

"Jan Czochralski ur. 23.10.1885. Kcynia, zm. 22.04.1953 Poznan; $wiatowej

stawy uczony w dziedzinie fizyki i chemii metal, Jego prace naukowe utorowaty

droge mikroelektronice".

Nastegpnie nauczyciel fizyki Liceum Ogdlnoksztatcacego w Kcyni, dziatacz

ziemi Patuckiej mgr Jan Kurant nakreslit sylwetke Profesora.

- 12.30-12.35 Powitanie gosci w Zamku w Grocholinie przez Burmistrza Gminy

i Miasta-Stefana Switalskiego.

- 12.35-12.40 Otwarcia 1 przewodniczenie Sesji-dokonat prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-

Onyszkiewicz prodziekan ds. naukowych Wydzialu Fizyki (UAM w Poznaniu).

- 12.40-13.25 Wyktad - "Zycie i dzieto profesora Jana Czochralskiego"- dr Pawet Toma-
szewski (INTiBS PAN Wroclaw).
- 13.25-14.10 Wykiad - "Metoda Czochralskiego" - prof. dr hab. Anna Pajaczkowska,

(ITME Warszawa).

- 14.00-14.15 Podsumowanie Sesji - prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,

(UAM Poznan). Zakonczenie Sesji przypadto w udziale wiceburmistrzowi Kcyni panu

Stefanowi Switalskiemu.
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Konferencji towarzyszyla prezentacja monokrysztaldw otrzymanych metoda Czo-
chralskiego w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych w Warszawie.
Oprocz ww. 0s0b w sesji uczestniczyli: Dyrektor ITME dr Zygmunt Luczynski, prof. dr hab.
Wiadystaw Wlosinski, Prorektor PW d.s. nauki, prof. dr hab. Jan Stankowski (Instytut Fi-
zyki Molekularnej PAN) oraz naukowcy z Gdanska i Torunia. Na uwagg zastuguje obecnos¢
1 wystapienie Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inz. Wiadystawa Wlosin-
skiego, uczelni z ktora byt przez wiele lat zwiazany profesor Jan Czochralski.

1999 r.

11. czerwca 1999 r. odbyla si¢ Miodziezowa Sesja Naukowa na temat "Zycie i
dzieto prof. Jana Czochralskiego", zorganizowana w Liceum Ogolnoksztalcacym im.
Karola Libelta w Kcyni przy wspotpracy Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury i Urzg-
du Miasta i Gminy w Kcyni. Celem sesji bylo spopularyzowanie wiedzy o ziemi
Patuckiej i zyciu profesora Jana Czochralskiego, wyklady byly prowadzone przez
ucznidow szkoly: Lukasza Bultrowicza, Magdaleng Stachowiak i Dawida Kowalskie-
go. Uroczystos$¢ zaszczycili swoja obecnos$cia prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onysz-
kiewicz (UAM Poznan), ktory obdarowal referujacych i organizatora Sesji napisana
przez siebie ksiazka pt. "Kosmologia" oraz prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski z
Politechniki Poznanskiej, ktory reprezentowal PTWK. Obydwaj goscie zabrali gtos w
dyskusji. W sesji uczestniczyli przedstawiciele wladz samorzadowych w osobach:
mgra inz. Tomasza Szczepanika, wiceburmistrzow: mgra inz. Daniela Olszaka i Stefa-
na Switalskiego, przewodniczacego Rady Miejskiej Stanistawa Rakowskiego, czion-
kow Zarzadu i niektorych radnych. Duchowienstwo reprezentowali ks. kan. Michat
Kostecki i ks. kan. Mikotaj Szymanski. Uczestnikami Sesji byly rowniez delegacje
miodziezy z nauczycielami fizyki z gminy Kcynia oraz z Liceum Ogo6lnoksztatcacego
w Szubinie. Rodzine profesora Jana Czochralskiego reprezentowali Zofia Czochralska
i Leszek Nowak. Kazdy z uczestnikow otrzymal komplet okolicznosciowych kartek
pocztowych z nadrukiem okoliczno$ciowej pieczatki. Pracownia komputerowa opra-
cowala okolicznosciowy program o profesorze Czochralskim, ktory ukazywal si¢ na
monitorze przed i po Sesji. Obstugg prasowa zapewnily trzy redakcje lokalnej prasy
oraz redakcja szkolna "Libelciaka".

7.10.1999 r. na zaproszenie Dyrektora ITME dr Zygmunta Luczynskiego przyby-
fa kilkuosobowa delegacja z Kcyni, przedstawiciele Urzgdu Miasta, dyrektor Szkoty
Podstawowej Nr 2, nauczyciele, przedstawiciel rodzicow, w celu zapoznania si¢ z
dziatalno$cia Instytutu, poznania stosowanej tu metody Czochralskiego i oméwienia z
Dyrektorem ITME planéw dalszej wspodlpracy z mlodzieza.

14.10.1999 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kcyni z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyta sie uroczystos¢ nadania Szkole nazwy im. Jana Czochralskiego i odsto-
ni¢to ufundowana przez Rade Rodzicow tablicg pamiatkowa, nastepujace;j tresci:
"Patronowi Szkoty Janowi Czochralskiemu Kcynianinowi stawnemu na caty $§wiat dzigki
swoim odkryciom i wynalazkom w dziedzinie metalurgii i krystalografii - tablicg ufundo-

64



Biuletyn PTWK nr 15

watla Rada Rodzicéw w roku 1999".

Program uroczystoSci:

- Wystapienie Dyrektora Szkoty mgr Michata Poczobutta

- Wystapienie Burmistrza G.M. Kcynia oraz wreczenie nagrod nauczycielom z okazji

Dnia Edukacji Narodowej i nagrod dla miodziezy, ktora wygrata konkurs wiedzy o

profesorze Janie Czochralskim.

- Uroczyste odstonigcie tablicy pamiatkowej na budynku szkoly zwigzane z nazwaniem
szkoly im. Profesora Jana Czochralskiego

- Wystapienia zaproszonych gosci pos§wigcone patronowi szkoty, (dr Pawet Tomaszew-
ski i prof. Anna Pajaczkowska)

- Odczytanie listu od Prezesa PTWK prof. dr hab. Keshry Sangwala

- Otwarcie 1 zwiedzanie "Izby pamigci i dorobku Jana Czochralskiego"

- Koncert muzyczny w wykonaniu studentow Wyzszej Szkoty Muzycznej w Bydgosz-
czy.

Z ramienia PTWK obecni byli: dr Zygmunt Luczynski (Dyrektor ITME), prof. dr Ma-

ciej Oszwatdowski (Polit. Poznanska), dr Pawet Tomaszewski (INTiBS Wroctaw) i prof.

Anna Pajaczkowska (ITME Warszawa). W izbie pamigci znalazty sie m.in. monokrysz-

taly otrzymywane metoda Czochralskiego w ITME.

Poprzedniego dnia 13 pazdziernika odby! si¢ konkurs wiedzy o prof. Janie Czo-
chralskim, ktory zostat zorganizowany przez nauczyciela historii mgr Rafala Woznia-
ka. Skfad jury: Daniel Olszak, Marek Grewling, Jan Kurant, przewodniczy! dr Pawet
Tomaszewski. Konkurs odbyt si¢ w dwu grupach wiekowych klasy IV-VI i VIIL
Pierwsze miejsce zdobyly: Agnieszka Cedrow i1 Alina Kowalska, drugie: Agnieszka Nowak
i Jolanta Pawlak, trzecie: Magdalena Babiarz, Milosz Nowak i Agnieszka Piorek. Nagrody
byly wrgczane w czasie uroczysto$ci nastgpnego dnia.

2000 r.

5-7. pazdziernika 2000 r. w Warszawie w ITME odbgdzie si¢ migdzynarodowa
konferencja Workshop 2000 - na temat materialow stosowanych we wspotczesnej
elektronice, organizowana przez ITME 1 PTWK ( inicjatywa majaca na celu spopula-
ryzowanie osoby profesora Jana Czochralskiego). W programie planowana jest sesja
naukowa w Kcyni z udzialem gosci zagranicznych. Bgdzie to pierwsza wizyta zagra-
nicznych naukowcoéw w miejscu, z ktorego pochodzi Jan Czochralski.

Zagraniczni naukowcy zwracali si¢ do nas wielokrotnie w sprawie poznania miej-
sca pochodzenia profesora. Nalezy podkresli¢, ze dzigki dziataczom z Kcyni, ktorzy
zadbali o miejsca zwigzane z zyciem profesora w Kcyni, mozna je obecnie udostgp-
nia¢ gosciom zagranicznym.

8-13. pazdziernika 2000 r., Zakopane - Miedzynarodowa Konferencja, Materialy
dla Elektroniki, (na uwagg zashuguje zaproszenie przez organizatorow dwoch uczniow
z liceum w Kcyni wraz z opiekunem, ktorych koszty udzialu sa pokryte przez organi-
zatora konferencji i ITME). Przedstawia oni uczestnikom plakat na temat "Jan Czo-

65



Biuletyn PTWK Nr 15

chralski-Ziemia Patucka" i zapoznaja si¢ z dziatalnoscia naukowa w dziedzinie wzro-
stu krysztatéw i ich zastosowan.

2001 r.

W 2001 roku w czasie zjazdu PTWK, ktory odbedzie si¢ w Poznaniu, planowany

jest wyjazd wszystkich uczestnikow do Kcyni.

'

omawianym w kalendarium okresie pojawilo sig¢ szereg publikacji, ktore omawiaja zy-

cie i dzialalno$¢ profesora Jana Czochralskiego i nalezy tu wymienic:

Dr
do
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Tomaszewski P.E.: "Jan Czochralski (1885-1953)". Wyd. O$rodek Kultury Regionalnej,
Kujawsko-Pomorskie Tow. Kulturalne, Bydgoszcz 1990, 1-22
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P. E. Tomaszewski zostal zaproszony do napisania zyciorysu prof. Jana Czochralskiego
Brytyjskiej Encyklopedii (listopad 1999).

Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska - ITME
Prezydent - elekt Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow
e-mail: itme3@atos.warman.com.pl
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BVl Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
IT™ME http://sp.itme.edu.pl/ds3/

Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej (ds3)

Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej ITME gromadzi, opracowuje i rozpowszech-
nia informacj¢ naukowa i techniczna dotyczaca tematyki zwiazane) z dzialalnoscia Instytutu.
Zbiory biblioteczne osrodka licza 16000 wydawnictw zwartych, 400 tytutéw czasopism, 3500
sprawozdan z prac naukowo-badawczych niepublikowanych.

W 1993 roku Osrodek utworzyt baz¢ danych MATERIALY ELEKTRONICZNE i ICH

ZASTOSOWANIA, ktora sktada sie z dwoch podbaz:

1. podbaza - selektywna bibliografia pismiennictwa krajowego i zagranicznego w tym " Doro-
bek publikacyjny pracownikow ITME"

2. podbaza - bibliografia oraz abstrakty sprawozdan z prac naukowo badawczych ITME (pro-
jekty zamawiane, celowe, granty, prace statutowe, wlasne, prace zamawiane) wysylane
nastgpnie do Ogolnokrajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych - SYNABA
oraz Informacji Sygnalnej PAN

Baze udostepnionq w internecie mozna przeszukiwaé za pomocq stow kluczowych lub w

ramach profili tematycznych:

Krzem i przyrzady z Si

Zwiazki potprzewodnikowe A(IIN)B(V)

Pozostate materialy potprzewodnikowe;

Materialy elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podtoza

Materiaty ceramiczne. Ztacza ceramika-metal

Szkta dla zastosowan optycznych. Swiattowody

Kompozyty. Materiaty stykowe. Spoiwa i stopy metaliczne

Pasty do uktadow hybrydowych

0. Metalizacja. Czyste metale. Stopy amorficzne. Uktady wielowarstwowe meta-
liczne

11. Potprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12. Przyrzady z akustyczng fala powierzchniowa

13. Czujniki

14. Fotolitografia. Jonolitografia. Elektronolitografia. Maski

15. Profil tematyczny na zadanie uzytkownika.

oy DO gd el L ON T e RN

Rekordy w ramach profilu posortowane sq wg nazwiska pierwszego autora.
Baza zostata udostgpniona za pomoca programu EASYINT.

Uwagi i pytania: jabrze e(@sp.itme.edu.pl: ointe@sp.itme.edu.pl
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OD REDAKCJI

W ramach serii ,,Prace ITME” ukazaly si¢ nastgpujace zeszyty:

Nr 45 - 1995 Maria Palczewska

Charakteryzacja defektow paramagnetycznych w zwiazkach pétprzewod-
nikowych typu A"BY metoda ESR

Nr 46 - 1995 Anna Wehr

Wplyw miedzi na ztacza miedzyfazowe srebro-nikiel

Nr 47 - 1996 Andrzej Bajor

Nr 48 - 1996

Nr 49 - 1997
Nr 50 - 1997
Nr 51 - 1998
Nr 52 - 1998
Nr 53 - 1999
Nr 54 -1999
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Some problems of optical inhomogeneity testing in crystalline materials
by imaging polarimetry

Zbigniew S.Rak
Uwarunkowania i mozliwosci formowania ci$nieniowego ceramiki z za-
stosowaniem roznych mediéw poslizgowo-wiazacych

Inzynieria Materiatow Elektronicznych
II Seminarium zorganizowane pod patronatem KBN

Grzegorz Gawlik
Wpltyw warunkow implantacji i obrobki cieplnej na strukturg stopow ze-
laza

Zbigniew Galazka
Teoretyczna i doswiadczalna analiza naprgzen cieplnych i resztkowych w
wybranych krysztatach tlenkowych

Agnieszka Grabias
Struktura i wlasnosci magnetyczne amorficznych i nanokrystalicznych
stopow FeZrB(Cu)

Dariusz Kalinski
Opracowanie spoiwa kompozytowego do spajania ceramiki korundowej
z metalami

Jerzy Sass
Rentgenodyfrakcyjna analiza odksztatcen koherentnych w potprzewod-
nikowych strukturach warstwowych A"BY



Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materialy Elektroniczne prosi o nadsytanie artykutow
e-mailem pod adresem ointe@sp.itme.edu.pl lub na nosniku magnetycznym w
nastepujacych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

I. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych pli-
kach. Kazdy material ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki
mogga by¢ poddane kompresji: ZIP, ARJ.

2. Objetos¢ do 15 str.

3. Tekst powinien byé pisany w sposob ciggly. Materialy ilustracyjne
(rysunki, tabele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy
do rysunkéw... itp. w jezyku: polskim i angielskim, réwniez winny by¢ zapisane w
oddzielnym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykulu powinny znajdowac si¢ nastgpujace
elementy: tytul naukowy, imi¢ i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres
pocztowy, e-mail. Na srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

— Do artykutu nalezy dotgczy¢ streszczenie nie przekraczajgce 200 stow w
Jj¢zyku polskim i angielskim.

— W przypadku wzoréw i materialéw ilustracyjnych nie bedacych oryginal-
nym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowac ich Zrédlo, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

— Pozycje bibliograficzne nalezy podawaé¢ w nawiasach kwadratowych w
kolejnosci ich wystepowania.

Przyklad na opis bibliograficzny artykulu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses
in layered composites of Y-ZrO, and Al,O3. J.Europ.Ceram.Soc. vau. 19, 1990,
no. 67, 255-262

Przyklad na opis bibliograficzny ksigzki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika

Warszawska 1997, 152 s.

6. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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Gtowne kierunki dziatalnosci Instytutu Technologii Materiatow Elektronicz-
nych - prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotycza-
cych: technologii otrzymywania i efektywnego wykorzystania materiatow elektro-
nicznych.

Dziafania te dotyczg nastepujacych materiatow i zwigzkow potprzewodnikowych:
(Si, GaAs, GaP InAs, InP); epitaksjalne warstwy potprzewodnikowe (Si, GaAs, GaP,
InP GaAsP, InGaAs, InGaAsP, InGaAIP, GaAlAs, InAlAs); materialy laserowe (YAP, YAG:
Nd, Er, Pr, Ho, Tm, Cr); epitaksjalne warstwy YAG; materialy elektrooptyczne i piezo-
elektryczne (kwarc, LiNbOs, LiTa03, LioB407); materialy optoelektroniczne i nielinio-
we (CaFo, BaFo, boran baru BBO); materialy podiozowe pod wysokotemperaturowe
warstwy nadprzewodzace (SrLaGaOy, SrLaAlO4, CaNdAlO4, NdGa0Os3); materialy i
ksztaftki ceramiczne (AlpO3, Y903, Zr0o, SigNy); szkia 0 zadanych charakterysty-
kach spektralnych i aktywne wiokna Swiattowodowe i obrazowody; kompozyty meta-
lowo-ceramiczne; ziacza zaawansowanych materiafow ceramicznych (SigNg, AIN) i
kompozytow z metalami; kompozyty metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag,
Sb); pasty do uktadéw hybrydowych; oraz zastosowania ich w podzespotach: diody
Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fotodetektory; filtry i rezonatory z akus-
tyczng falg powierzchniowa; maski chromowe do fotolitografii.

Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotolitogra-
fia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrobka termiczna oraz charak-
teryzacja materiatow (spektrometria mas i Mossbauera, FTIR, EPR, ICP, RBS, spek-
trometria IR i UV, absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska,
fotoluminescencija, DLTS, PITS, mikroskopia optyczna i elektronowa; charaktery-
zacja podzespotow elektronicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm pro-
mieniowania i Szumow).
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